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บทท่ี 5

บทสรุป

1. สรุปผลการทดลอง

งานวจิัยนี้ไดเนนศึกษาจุลโครงสรางของซิลิกอนบนฉนวนเปนหลัก และไดศึกษาจุลโครง
สรางของผลึกเดี่ยวซิลิกอนเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาดวยเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนของวัสดุ  
ซิลิกอนบนฉนวนชนิดไซมอกซ นอกจากนี้ยังไดศึกษาสมบัติทางไฟฟาของไซมอกซ เพื่อประกอบ
กบัลักษณะทางจุลโครงสรางดวย  ผลการทดลองที่ไดสามารถสรุปผลไดดังนี้

1.1 ภาพถายจากเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอน ขึ้นอยูกับขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง เชน
การตดั การขดั และการกัดดวยสารเคมี ดังนั้นในการเตรียมตัวอยางจะตองไมทํ าใหเกิดความเสียหาย
ตอวัสดุที่จะทํ าใหโครงสรางของวัสดุเปลี่ยนไป

1.2 เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด ที่เตรียมตัวอยางดวยการตัดดวยหัวตัดเพชรและ
เครื่องตัดอับตราโซนกิ การขดัดวยกระดาษทราย และการกัดดวยสารเคมี ไมสามารถใหภาพถายที่
คมชดัและรายละเอียดของภาพจุลโครงสรางในระดับนาโนเมตรได

1.3 จลุโครงสรางของซิลิกอนบนฉนวนสามารถแสดงไดดวยเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิด
สองผาน โครงสรางของไซมอกซ ประกอบดวย 3 ช้ัน คือ ช้ันซิลิกอน ช้ันออกไซดที่ฝงไอออน และ
ช้ันฐานซิลิกอน ภายในชั้นออกไซดที่ฝงไอออนของทุกตัวอยางจะมีกลุมกอนซิลิกอนอยู  ความหนา
ของชั้นซิลิกอนและชั้นออกไซดที่ฝงไอออน รวมทัง้ความหนาแนนของกลุมกอนซิลิกอน ขึ้นอยูกับ
ปริมาณการฝงไอออนออกซิเจน และเงื่อนไขการอบใหความรอน คือเมื่อปริมาณการฝงออกซิเจน
เพิม่ขึน้ความหนาของชั้นซิลิกอนลดลงแตความหนาของชั้นออกไซดที่ฝงไอออนเพิ่มขึ้น  ตัวอยางที่
อบใหความรอนโดยไมมีช้ันปองกันผิวจะเกิดการออกซิเดชั่นกับออกซิเจนที่อยูรอบ ๆ ทํ าใหช้ัน      
ซิลิกอนมคีวามหนาลดลง ดังนั้นที่ปริมาณการฝงออกซิเจนเดียวกันตัวอยางที่อบใหความรอนโดยไม
มช้ัีนปองกนัผิวจะมีความหนาของชั้นซิลิกอนนอยกวาของตัวอยางที่มีช้ันปองกันผิว  ความหนาแนน
ของกลุมกอนซิลิกอนเพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณการฝงออกซิเจนเพิ่มขึ้น และที่ปริมาณการฝงออกซิเจน
เดียวกันตัวอยางที่อบใหความรอนโดยไมมีช้ันปองกันผิวจะมีความหนาแนนของกลุมกอนซิลิกอน
ตํ ่ากวาตวัอยางที่มีปองกันผิว เนื่องจากออกซิเจนที่อยูรายรอบในขณะอบใหความรอน สามารถแพร
เขาไปในชั้นออกไซดที่ฝงไอออนแลวเกิดการออกซิไดซกับกลุมกอนซิลิกอน การมีช้ันปองกันผิวใน
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ขณะอบใหความรอนชวยปองกันไมใหเกิดการสูญเสียไปของชั้นซิลิกอนและทํ าใหพื้นผิวดานบน
เรียบกวาของตัวอยางที่ไมมีช้ันปองกันผิว

1.4 การศึกษาสมบัติทางไฟฟาของไซมอกซ โดยการสรางเปนตัวเก็บประจุมอสแลววัดคา
ความจุไฟฟา-แรงดัน สามารถบอกถึงคุณภาพของวัสดุ ไซมอกซที่มีคุณภาพดีคือไซมอกซที่ฝง
ออกซิเจนที่ปริมาณ 3×1017 ไอออนตอตารางเซนติเมตร ทั้งตัวอยางที่ไมมีและมีช้ันปองกันผิว  ใหคา
ความหนาแนนประจุที่รอยตอผิว 4.18×1011 และ 1.50×1011 ตอตารางเซนติเมตร ตามลํ าดับสัมพันธ
กบัภาพถายจุลโครงสราง คือไซมอกซที่ฝงออกซิเจนที่ปริมาณ 3×1017 ไอออนตอตารางเซนติเมตร 
มีความหนาแนนของกลุมกอนซิลิกอนในชั้นออกไซดที่ฝงไอออนตํ่ าสุด ทั้งตัวอยางที่ไมมีและมีช้ัน
ปองกันผิว

1.5  การมช้ัีนปองกันผิวชวยใหรอยตอระหวางผิวของชั้นออกไซดที่ฝงไอออนและชั้นฐาน 
ซิลิกอนมีลักษณะที่ดีขึ้น

2. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะตางๆ ที่กลาวถึงนี้ เกิดจากปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการทํ าการวิจัยเพื่อวิทยา-
นิพนธ ขอเสนอแนะเหลานี้อาจมีประโยชนสํ าหรับผูสนใจศึกษาจุลโครงสรางของวัสดุโดยอาศัย
เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอน

2.1 การเตรียมตัวอยางสํ าหรับเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนทั้งชนิดสองผานและชนิด
สองกราดควรเตรียมดวยความระมัดระวังมากในเรื่องของความสะอาดเนื่องจากสิ่งเจือปนเพียงเล็ก
นอยก็จะปรากฎขึ้นเมื่อสองดูดวยกลองจุลทรรศนที่มีกํ าลังขยายสูง และควรระมัดระวังในการหยิบ
จบัสารตวัอยาง ควรจับตัวอยางที่ตํ าแหนงและแรงที่เหมาะสม การไมใชแรงมากเกินไปเพราะอาจจะ
ท ําใหเกิดความเสียหายแกโครงสรางของวัสดุ โดยเฉพาะเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผาน-
ซ่ึงตองเตรียมตัวอยางใหบางมากๆ การเลือกใชที่จับตัวอยางก็มีความสํ าคัญ ตัวอยางที่มีขนาดเล็ก
มากๆ ควรใชทวิสเซอรขนาดเล็กและเบา

2.2 กอนการเตรียมตัวอยางเพื่อการศึกษาดวยเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผาน
ควรจะศึกษาใหดีกอนวาสวนไหนของตัวอยางเปนบริเวณที่ตองการศึกษาเนื่องจากบริเวณที่บาง
มากๆ ทีจ่ะใหลํ าอิเล็กตรอนผานนั้น ไมควรจะกินบริเวณกวางเกินไปเพราะจะทํ าใหตัวอยางแตกราว
ไดงาย

2.3 การเตรยีมตวัอยางดวยการตัดแลวขัดดวยกระดาษทราย และการกัดดวยสารเคมี เปนการ
เตรียมตัวอยางที่ไมเหมาะสมตอการถายภาพดวยเทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด ทํ าให
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ไดเกิดรองรอยความเสียหายแกตัวอยางไมสามารถเห็นภาพถายในระดับนาโนเมตร หากเตรียมตัว
อยางดวยการยึดตัวอยางดวยเรซินแลวขัดดวยผงขัดเพชร นาจะสามารถถายภาพในระดับนาโนเมตร
ได

3.  งานวิจัยตอเนื่อง

มงีานวจิยัจ ํานวนมากที่ศึกษาจุลโครงสรางของวัสดุในระดับการถายภาพกํ าลังแยกแยะสูง
สามารถวิเคราะหถึงการจัดเรียงตัวของอะตอม และความบกพรองของผลึก หากไดทํ างานตอเนื่อง
ตรงนีจ้ะชวยใหการศึกษาคุณภาพของวัสดุนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น

การศกึษาสมบัติทางไฟฟาก็นับเปนสิ่งสํ าคัญ  แตจะมีปญหาเรื่องการเกิดกระแสรั่วในขณะ
วัดจึงทํ าใหไดคาความจุไฟฟา-แรงดันที่ผิดเพี้ยนไป ดังนั้นนาจะมีการปรับปรุงระบบวัด เชนการ
สรางตัวจับยึดตัวอยางกับเครื่องวัดใหดียิ่งขึ้น
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